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MEMORI A DESDRIPTIVA
para solicitar
PATENTE D E  INVENCION
en
EsPANA
por VEINTE afios
8 nombre de N.V. PHILIPS'GLOELLAMPENFABRIEKEN, entidad holan-
desa, establecida en Emmasingel 29, Eindhoven, Holanda,por:

"DISPOSICION DE CIRCUITO PARA RECIBIR SENALES ELECTRICAS®

La invencién se refiere a una disposicidén de cir -
cuito para la recepcidn de sefiales eléctricas que comprende
terminales de entrada para ser conectados a una lines de en-
trada de suministro de las sefiales, por ejemplo un cable de -
antena, y en que las sefiales son aplicadas desde los termi -
nales de entrada a la entrada de un transistor en disposicibn
de base comin a través de una red de acoplamiento que tiene -
un circuito resonante sintonizado a las frecuencias de sefial.,

Pales circuitos de entrada son usados frecuentemen-~

te por ejemplo, en sintonizadores para receptores de televi-
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5ibn, en amplificadores de antena para receptores de tele-

visién, en receptores de radio y en receptores de radar o -
en amplificadores intermediarios en un cable de transmisién.
Usvalmente, ge imponen sobre dichas disposiciones de cir -

cuito un gran nGmero de exigencias.

En primer lugar, la disposicibén de circuito debe -
ser adaptada a la impedancia de la linea de entrada de una
maners satisfactoria tal que substancialmente toda la po -
tencia de sefial disponible en el terminal de entrada sea -
recibida por la disposicién de circuito de modo gue no sea
reflejade ninguna, o solamente poca, energia de sefial y se
haga un uso dptimo de la potencia de sefial disponible. lLa
adaptacidn correcta es particularmente importante en recep
tores de televisién y de radar dado que las reflexiones que
ocurren en el caso de uns adaptacién incorrecta dan lugar a
las asi llamadas imbgenes "fantasmas" durante la reproduc -
cibn.

En segundo lugar el factor de ruido--del circuito
de entrada debe ser tan pequefio como sea posible. El ruido
introducido en las restantes etapas, si lo hubiera, no es
muy interferente; sin embargo, el ruido del circuito de =
entradas es amplificado por todas lagétapas y consecuente-
mente es este ruido el que determina principalmente las -
propiedades de ruido de toda la disposicidn de circuito.

BEn tercer lugar, es importante que la modulacidn
cruzada producida por el circulto sea tan pequeiiz como sea
posible. La modulacién cruzada es producida por el hecho -
de que una sefial de interferencia es recibida junto con la
sefial deseada, siendo las dos sefiales mezcladas con el tran
sister no lineal. La modulacidn cruzada produce una distor-
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8ién considerable de la sefial deseada asi como la ocurren-
cia de las asf{ llamadas recepciones parasitas en que el -~
mismo transmisor es recibido con varias sintonias.

En cuarto lugar, el circuito de entrada de un -
receptor deberia ser capaz de manejar sefiales grandes de ~
une manera libre de distorsién. Las amplitudes de seflal re
cibidas por la antens de un receptor pueden variar inten -
samente de acuerdo con la intensidad y la distancia de los
transmisores. En relacién a las restantes etapas del recep-
tor, estas variaciones usualmente ya son reducides consgide-
rablemente por medio de un control automdtico de volumen.
Sin embargo estas variaciones estan presentes en forma to-
tal en la etapa de entrada.

El objeto de la invencidn consiste en proveer una
dlsposicidn de circuito, en que en relacién con las propie-
dades antes mencionadas, pueden obtenerse mejores conside -
rables con respecto al circuito conocido, y la disposicién
de circuito de acuerdo con la invencidn se caracteriza por-
que, a fin de lograr janto una adaptacién de potencia subs-
tancialmente éptima de la linea de entrada_cqmoAuna adapta~
cifn al ruido substancialmente 6ptima del transistor, el -
circuito resonante en la red de acoplamiento comprende uno
o mis elementos disipadores de la potencia de sefial y que
funcionan paralelamente sobre el circuitd resonante y por-
que el acoplamiento entre el transistor y el circuito reso
nante es tal que dicho acoplamiento funciona como una red
transformadora que invierte la resistencia de entrada del
transistor.

Ta expresién "una red transformadorsinversora',

debe entenderse en la presente como significando una red =
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que transforma la resistencia,’de modo que si dicha resis-
tencia disminuye aumenta la resistencia transformada.

A fin de que la invencién pueda ser facilmente
llevada a la préctica, algunas realizaciones de la misma -
serén descriptas a continuaciln més detalladamente a titu-
lo de ejemplo, con referencia a los dibujos que se acompa~
fian, en que:

Las figuras 1, 2, 3, 4 sirven para explicar el -
funcionamiento de las disposiciones de circuito conocidas;

Las figuras 5, 6, T, 8 ¥y 9 para explicar el fun-
cionamiento de la disposicidn de circuito de acuerdo con -
la invencibn.

Las figuras 11, 12, 14 y 16 muestran varias rea-
lizaciones de una disposicién de circuito de acuerdo con -
ls invencidn, y

Tas figuras 1% y 15 sirven para explicar el fun -
cionamiento de la disposicién de circuito mostrada en la fi
gura 12 y figura 14, respectivamente.

Ta figura 1 muestra un dlagrama de circuito sim-
plificado de un circuito de entrada convencional de un re -
ceptor. Una antena 1 esti conectada a terminales 2 de ante~
na del circuito de entrada ocasionalmente a través de un -
transformador simetrizador (no mostrado). La potencla de -
sefial suministrads por la antena es aplicada, a través de -
una red de acoplamiento que comprende un circuite resonan -
te 7 sintonizado a las frecuencias de sefial, a los termina-
les de entrada 4 de un transistor 5 en disposicidén de base
comiin,

La figura 2 muestra un diagrams de circuito equi=-

valente de la disposicibén de circuito mostrada en la figura
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de seflal recibida por la antena mientras que la resisten -
cia de antena estéd indicada por un resistor Ra' El resis -
tor By indica la resistencia de entrada interna del tran -~
sistor 5 gue puede ser, por ejemplo, 11 Ohms. EL ruido pro
ducido por el transistor 5 estd indicado por una fuente de
tensibén de ruido 6 en serie con el resistor Ri y una fuen~
te de corriente de ruido 7 paralela sobre los terminales -
de entrada 4 del transistor.

A fin de lograr que la antena suministre la poten
cia de seflal mAxima de modo que no ocurran reflexiones de -
antena, la resistencia de antena R debveria ser elegida =~
igual a la resistencia de entrade R; del transistor. 5i la
resistencia de antens en s{ misma no es igual a la resis -
tencia de entrada del transistor, la adaptacién puede efec
tuarse por medio de un transformador de impedancia que pue
de ser incluido, por ejemplo, entre los terminales de ante
na 2 y el circuito resonante 3 6 entre el circuito resonan
te 3 y los terminales de entrada 4 del transistor.

Las dos fuentes de ruido 6 y 7 suministran ener-
gia de ruido que depende del valorde la impedancia de fuen-
te Ry conectada a los terminales 4 del transistor, que es
la impedancia en los terminales 4 vista en.la direccidén de
la antena. Esta dependencia puede ser explicada de la mane-
ra siguiente.

51 la fuente de impedancia es ohmicamente muy
baja, la fuente de corriente de ruido 7 es cortorircuitada
por dicha impedancia de fuente. La fuente de tensién de =
ruido 6, sin embargo, entonces es plenamente operativa so=-
bre la entrada del transistor de modo que el transistor -~
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produce mucho ruido. Por otro lado, sihia impedancia de =
fuente RS es ohmicamente muy alta, la fuente de tensidn de
ruido 6 es inoperativa; sin embargo, la corriente de ruido
suministrada por la fuente 7, circula entonces totalmente
a través del transistor de modo que iguslmente eé produci-
do mucho ruido por el transistor. Pares un valor dado RSo -
de la impedancia de fuente el ruido producido por el tran~
sistor es minimo. La relacién entre la resistencia de fuen
te R, ¥ le potencia de ruido (en dB) es muestra en la figu
ra 3.

Un gran problema que se presenta particularmente
en los transistores en disposicibén de base comin es que la
resistencia interna Ry ¥ la resistencia 6ptima de ruido Rso
de los transistores usados en comin, puede diferir considg
rablemente de uno a otro. Por ejemplo la resistencia inter
na puede ser de aproximsdamente 11 Ohms y la resistencia -
de fuente Sptima aproximadamente 100 Ohms. Si, como se ha
descripto con referencia a la figura 2, la antena esti adap
tada a uwn ptimo, Ra es igual a Ri y la resistencia de fuen
te Rs del transistor es igual a su impedancia interns Ri.
Como se muestra en la figura 3, el factor de ruido del -
transistor (8 dB) entonces es considerablemente mayor gque
el factor de ruido minimo posible (% dB).

Naturalmente, como alternativa es posible elegir
la impédancia de fuente del transistor Sptima para la adap-
taciédn al ruido por medio de un transformador de impedancia
8 entre los terminales 2 de antena y los terminales 4 del -~
transistor. Esto se muestra en la figura 4, en que el cir-
culto resonante % no es mostrado para evitar la compleji -

dad del dibujo. La relacidén de espiras n del transformador
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8 entonces debe ger igual an = \/ RSO y de modo que la
a

resistencia de fuente conectada a los terminales 4 es -

igual a R, = n2Ra = 100 Ohms. Bl factor de ruido del tran

sistor entonces es minimo (3 dB), sin embargo, la carga pa
re. la antena que ocurre sobre los terminales 2 de antena

entonces es igual a

7 Ry
R =0.a1R,
a a

RSO

)
I

como resultado de lo cual ocurre una considerable falta de
adaptacién de la antena y as{ intensas reflexiones de ante
nae

Bl problema antes descripto puede ser resuelio -
usando transistores en que la resistencia de fuente Sptima
es aproximadamente igual a la impedancia interna. En esgte -
caso es posible tanto adaptar la antena correctamente como
dar al transistor la resistencia de fuente 6ptima. Sin em=-
bargo, se ha encontrado que el factor de ruido minimo de tal
transistor es considerablemente mas alto que en los transis
tores convencionales.

Una disposicidén de circuito considerablemente més
favorable se obliene si se introducen pérdidas de sefial con
siderables en la red de acoplamiento entre los terminales 2
de antena y los terminales de entrada 4 del transistor. Ese~
to se muestra esquemidticamente en la figura 5 por medio del
resistor Rp' Para una adaptacién de antena 6ptina es vélida

1la exigencia de que:

T E )
a ) i
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vélida la exigencia que:

1

-
R R,

+ —11{- (11)
s0

a

La eliminacidn de R, de (1) y (II) aé:

1 2 1 1 1,1 1
= £ 6 a— '-("‘ - "')0
R0 B By RP 2" B0 &

Como se muestra en la figura 3, Rso en los tran-

sistores comunmente usados para etapag de entrada de ante~-

na es mayor que R.; entonces la expresidén R
+ Rso Ri

es negativa de modo que el resistor en paralelo Rp reque -
rido es igualmente negativo,

Una solucibén para esta dificultad no puede encon
trarse disponiendo un transformador 9 con devanados estre-
chamente acoplados entre el resistor de pérdida Rp ¥y los =~
terminales de entrada 4 del transistor. Bsto se explicari -
con referencia a la figura 6.

Bn esta disposicién de circuito la carga para la
antena esti constituida por la disposicidén en paralelo de -
Rp ¥y la impedancia interna del transistor Ri' transformada
para el lado primario del itransformador 9 para el cusl es -

vélido que R' = R% - Para una adaptacién de antena -

n
bptima consecuentemente es vilido que

2

1 1 1 1 n
= + . = + -5 - (III)

Ra Rp Ri Rp Ri

La impedancia de_ruido Rg del transistor es cong

tituida transformando la impedancia de fuente RS' Presente

sobre el lado primario y para la cual es vdlido que

-8 -
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1 . !
=y = =3~ + ===, para el lado secundario de acuer
R R Rp =

s 2 a
1
doaRB‘-—TnRso

De esto se sigue que

1 _ n 1 1
1 -— -— Deam— o=
Ry Ry B R
P
5 La eliminacibn de 1/Ra de (III) y (IV) de
n2 _ .2 + n2
Rs Rp Ri

y para la adaptacién de ruido Opiima del transistor conse-

cuentemente debe ser v4lido que:

n2 _ 2 + n2

10 Rso BP Ri
1 = ng(l .......l‘....)
Rp 2 Rso Ri

Dado que R es mayor que R;, el resistor de pér -

dida requerido Rp’ es negativo como en el circuito mostra -

do en la figura 6.

15 Una solucibén puede encontrarse incluyendo una red

transformadora que invierte la resistencia de entrada R

del transistor entre el resistor de pérdida RP ¥y los ter -

minales 4 del transistor. Esta red transformadors compren-

de, por ejemplo, una reactancia serie que es grande con

20 respecto a la resistencia de entrada R, del transistor, por

ejemplo, es al menos 5 veces mayor qﬁe Ri. Esto Gltimo se

muestra en la figura 7. Bsta figura muestra una red trans-

formadora que tiene una inductancis serie 10, cuys reactan

cia jW L es grande con respecto & R, y un capacitor 11 en

i
-q-
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paralelo que estd conectado sobre el lado de antena de la
inductancia 10.

La impedancia que se encuentra en los puntos 12
vy vista en la direccién del transistor es igual a By +3 Is
La admitancia correspondiente es

1 R4 - i 3 I
R, +JwWD Ri2+(uox,)3'

que consiste de una parte real

By

 —

2

2
Ry + (V1)

y una parte imaginaria

- JWIL

R,® + (WD)

Ia impedancia en los puntos 12 vista en la direc-
cibn del transistor, puede ser representada consecuentemen-

te por el circuito en paralelo de un resistor

. B+ (WD)? LS
Ri = 2 = i Ri
i

y de una inductancia L' con una impedancia

R, 2+ (WI1) p 2
JWL = & = WL +JI_4
-JW L V7
2
Siw I > R; es vilido ques R, o AW D)
Ri

y IWI' = WI.
El diagrama de circuito equivalente as{ obteni-

do es mostrado en la figura 8. El capacitor ll es elegido
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tan grande que para lag frecuencias dé’ééﬁéi“la inductancia
j\p L* estd fuera de sintonia (la impedancia del capacitor

11 consecuentemente es igual a ~ jw L' - juw L), de mo-
do que la carga total para la antena es Shmica. la red trans
formadora que comprende la inductancia 10 y el capacitor 11
consecuentemente transforma la carga del secundario Ri en -
una carga Ri' que ocurre sobre el primario que es igual a

(W L}z o Asi{ en éste se produce una inversibén de transfor-

R,
macibfi.

La impedancia de fuente secundaria que ocurre -
en los terminales 4 (ver figura 7) puede ser determinada de
una manera correspondiente. La impedancia de fuente sobre el

primario de la red transformadora es R.' en que es vé4lido -
. 1. A, 1 '

au RTTOR) R
puntos 12 que estd constituida por el resistor RS' vy el ca-

« La impedancia de fuente en los

pacitor 11, consecuentemente es igual a

¥ la impedancia de fuente en los terminales de entrada 4 del

transistor es igual a

2
"IV IR gpyp - (W L)

Rs'- WL

e
R JWL

Tz admitancia de fuente en los terminales 4 conse-

cuentemente es igusl a

RB' -JWk
(@ 1)
t
y consiste de una parte real Rs 5 7 una parte imagina -
L

- 1] -
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ria —:(-J-—W—y%— = 3

w L Jwil
te de los terminales 4 consecuentemente puede ser represen-—
tada por el circuito paralelo de un resistor RS = —13%?%93-
y una inductancia j I (ver figura 9). ®

Como se ha demostrado precedentemente, ¢l hecho -
de que el resistor de fuente Sptimo R , bara la adaptacidn
de ruido del transistor sea mayor que el resistor interno -
Ri del transistor era la causa de que el resistor de pérdi-
da Rp que se requiere para obtener tanto la adaptacibén de -
antena 8ptima como la adaptacién de ruido éptima sea nega -

tivo. Mediante la conexibén intermedia de la red transforma-

dora inversora 10-11 se logra que sobre el primario de la =

red transformadors la resistencia de fuente 6ptima Rso' sea
menor que la resistencia de carga Ri' de modo que puede -
ugarse un resistor de pérdida Rp positivo y consecuentemen-
te ficil de realizar.

Si por ejemplo Ri = 11 Ohms y Rso =100 Ohms y si
W I = 340 Ohms

100

2 2 2
R.=_M_I;L_=Q42_)_=10,5k0hmy3. 2w
i Ri 1 S0
= 1160 ohm.

Para la adaptacién de antena 6ptima se sigue que:

r - Rp + R'i (v)

(v1)

< +
— =
Rso Ra

"dw'_,

de lo que por eliminacién de l/Ra se sigue que

1 = 2 " 1 () 1 1 ( 1 1 )
hand [] - -
Rso Rp Ri Rp e Rso' Ri'
- 1?2 -
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Con Rso' = 1160 Olm y Ri' = 10.5 kOhms se encuentra de~

esto que ﬁp = 2,6 kOhm; junto con (V) se sigue que

I S —— =
== = 56 ¥ Too5 U 6 Ra = 2.09 kOhm.

Por medio de una red transformsdora entre los terminales
2 de antena y la resistencia de pérdida Rp la resistencia

de antena activa sobre la resistencia de pérdida puede ser

llevadsa al valor encontrado.
Con este dimensionamiento de la potencis de se~

fial suministrada por la antena se disipa un factor

= 80% en la red de acoplamiento.

Ry + RP

Proveyendo las pérdidas Rp en la red de acopla-
miento se obtiene consecuentemente una adaptacidén de rui-
do 6ptima del transistor sin que se pierda la adaptacién
de antena. Como se muestra en la figura 3, ésto provee -
una disminucidn del factor ruido del transistor de apro-
ximadamente 5 dB. Por otro lado, debe tenerse en cuenta
que como resultado de las pérdidas Rp disminuye la poten=
cia de sefial disponible en el terminal de entrada del -
trangistor. Esto produce un aumento del factor de ruido
que es igual a la pérdida de la potencia de seilal dispe-

nible. La potencia de sefial disponible en los terminales

2
2 es igual a _%E_ » mientras que la potencia de sefial dig
2
ponible en los terminales 4 es igual a ¢ R « Bl fac
41 aZ R a+Rp )

tor de ruilo consecuentemente es aumentado en un factor -

-13 -
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Ra + Rp « Con el dimensionamienfo indicado, este aummto

R
by

es de 1,8 = 2,5% dB. la disminucidn final resultonte del -
factor de ruido consecuentemente es aproximadamente 5 - 2,53
dB = 2,47 dBy

Debe mencionarse que en la prictica es permisible
una desviacidén pequeiia de la adaptacidén de antena dptima pu-
diendo ademis elegirse la impedancia de fuente del transis-
tor algo menor que la impedancia de fuente Sptima. Las pér-
didas Rp pueden ser elegidas concordantemente menores, lo
gue proporciona alguna me jora adicionsl del factor de ruldo.

Ademés, debe mencionarse que, como se ve en la fi-
guras 9, la impedancia de fuente del transistor no es total -
mente real como resultado de la red de transformacién 10-11,
gino que tiene un caridcter inductivo. Esto es ventajoso de -
bido a que la impedancisa dé fuente 6ptima para la gdaptacién
de ruido del transistor tiene igualmente un cardcter induc-
tivo. En un transisbtor con una impedancia de fuente Sptima =
capacitiva una red transformadors inversora puede ser usada
ventajosamente con una reactancia serie capacitiva.

Ia red de acoplamiento usualmente comprende entre
los terminales de antena y la entrada del transistor un cir
cuito selector que estéd sintonizado a la frecuencia de se -
fial comparable al circuito 3 en la figura 1). Otro aspecto
importante de la invencién consiste en que las pérdidas que
deben introducirse en la red de acoplamiento (comparables a
RP) son usadas para aumentar considerablemente la selectivi
dad del circuito de entrada. Esto puede ser explicado de la
manera siguiente: _

Bl circuito resonante % adecuado para recibir se~

fiales de por ejemplo 200 Mc/s, puede comprender una capaci-

-4 -
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tancia ¢ de 14 pF y una inductancia L;”ﬁgﬂls nH., E1 factor
Q no cargado Q, de tales circuitos es aproximadamente 100.
Las pérdidas naturales del circuito consecuentemente pue -
den ser representadas por un resistor en paralelo Ro para -

el que es valido que

)

I
OO

En circuitos normales en que se asegura que la DO~
tencia de antena disponible es suministrada de manera subs -

tancialmente completa a la entrada del transistor, la ante -

na que tiene una resistencia de aproximadamente 75 Ohms.,
puede ser conectada directamente al circuito 3, mientras -
que la entrada del transistor esti conectada al circuito a
través de una red transformadora que lleva la impedancia de
entrada del transistor, operativa sobre el circuito, subs -
tanciglmente al mismo valor que la resistencia de antena de
modo que toda la potencia de antena disponible es suminis -
trada al transistor. El diagrama de circuito equivalente se
muestrea en la figura 10. La atenuacién total en el eircuito
estd constituida por R, = 5,7 kOhms y los dos resistores de
75 Ohms conectados en paralelo con el mismo, de modo gue la
resistencia de amortiguamiento total Rd del circuito en la
condicidn cargada es aproximaéamente 37,5 Ohms. E1 factor

Q del circuito en la condicibn cargada es

c_ .
Q=R —2 = 0.66
a I,

En la disposicién de circuito de acuerdo con la
invencién en que se producen pérdidas de seflal consideras =~

bles en la red de acoplamiento puede obtenerse un factor -

Q cargado considerablemente més alto y consecuentemente una

- 15 -
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selectividad mucho mejor si la resiste£§ia de antenz opera=
tiva sobre el circuito y la impedancia de entrada del transis
tor son elevadas de manera tal que las pérdidas requeridas -
en la red de acoplamiento estin constituidas en gran parte -
por las pérdidas naturales (Ro) del circuito. 5i de acuerdo
con los valores numéricos dados precedentemente, la resisten
cia de antena Ra operativa sobre el circuito es hecha igual
a 2,09 kOhms y la impedancia de entrada del transistor Ri'
operativa sobre el circuito es hecha igual a 10,5 kOhms y

si las pérdidas naturales del circuito R = Rp = 2,6 kOhm.,
la resistencia de amortiguamiento total sobre el circuito es

igual a

Rd = Ra// Rp // R = 1,45 kOhm. Bl factor Q cargado del -

c
Q=R \/—-‘?- = 25,5
a \'T, J

Debe mencionarse que si las pérdidas naturales -

circuito es

del circuito son demasiado pequefias ellas pueden ser aumen-
tadas mediante un resistor en paraleio'adicional sobre el -
circuito.

Ademés, se menciona que el capacitor 1l mostrado
en la figura 7, que forme parte de la red transformadors in
versora 10,11, en disposiciones de circuito con un circuito
resonante, estd constituida por una parte de la capacitan -
cia de dntonia de dicho circuito.

La figura 11 muestra el dimensionamiento de una -
disposicidn de ciréuito probada en la prictica para recibir
sefiales de aproximadamente 200 mec/s. ELl resigtor de entrada
Ri del transistor es de 1l Ohms. y la admitancia de fuente -

Optime del transistor es 10 - J4 mTJ, que corresponde a_ﬁa

--16 -
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e
disposicidén en paralelo de un resistor Rééude 100 Ohms y -
una inductancia de 200 nH. La antena conectada tiene una -
resigtencia Ra de 75 Ohms.

La antens esth conectada al circuito a través de
una pequefia capacitancia Ca de 2,2 p¥ que eleva la resis -
tencia de antena a 1,82 kOhm. E1 transistor esti conectado
al cireuito a través de una inductancia comparativamente -
grande de 270 nH que produce la inversién de la impedancia
de entrada del transistor y que también eleva dicha impedan
cia de entrada del transistor a 10,5 kOhms. El circuito re-
sonante consiste de una capacitancia Go de 14 p¥ y una in -
ductancia L, de 47 nH. Las pérdidas naturales del circuito
estén indicadas por un resistor Ro de 5,7 kOhm y un resis =
tor amortiguador adicional Rz de 20 kOhms estd conectado en
varalelo sobre el circuito. Ia resistencia de pérdida total
Rp que estéd constitufda por la disposicibén paralela de R
¥y Rz es de 4,45 kOhus.

Con esgte dimensionamiento, la admitancia de fuen-
te que ocurre en los terminales 4 es igual a 11 - j 3 m
de modo gue el transistor tiene substancialmente la impe -
dancia de fuente correcta para la adaptacidén de ruido. El
factor Q del circuito es 22,4. La relacién de onda esta -
cionaria en los terminales de antena es 1,7 lo que signi=-
fica que 93% de la potencia de antena disponible es sumi~
nistrada a la disposicibén de circuito. Tal pequefia falta
de adaptacidén es permisible en general,

En esta disposicidén de circuito TD% de la poten=-
cia de seilal suministrada por la antena es disipada en los
resistores de pérdida R, ¥ R,. El factor de ruido eés 4,5 dB

que es conglderablemente mis favorable que en los circuitos
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convencionales que, en general tienen un factor de ruldo
de 8 dB o mayor.

Las ventajas de lag nuevas disposiciones de cir-
cuito con respecto a los circuitos convencionales son las
siguientes:

Ademés de mejores propiedades de ruido, las nue-
vas disposiciones de circuito tienen propiedades de modula
cién cruzada.considerablemente mejores. Esto es un resul -
tado de la me jor selectividad de modo que los transmisores
adyacentes son suprimidos mucho mis intensamente y del he-
cho que las pérdidas inclufdas en la red de acoplamiento -
producen una atenuacibén no solamente de la sefial deseada,
sino también de las seflales indeseables.

La atenuacibén de la seflal deseada producida por
la red de acoplamiento también constituye una ventaja, da-
do que como resultado de ésto el receptor es mis adecuado
para aceptar sefiales de antena grandes sin distorsién inad-
misible. Naturalmente, dicha atenuacidén también produce pér
dida de amplificacibén de la sefial 4til pero dado gque dicha
atenuacién estd asociasda con una relacién seflal-ruide més
favorable, este pérdida de amplificacién puede ser compen-
sada de maners simple aumentando la amplificacidén de otrae
etapa del receptor, por ejemplo de una etapa amplificadora
de frecueﬁcia intermedia.

Como resultado de la reactancila serie entre el
circuito resonante y la entrada del transistor (por ejem-
plo, la inductancia I en la figura 11) que es altamente -
ohmica con respecto a la impedancia de entrada del transig

tor, se oblienen oitras ventajas. Como resultado del con -

trol de corriente del ‘ransistor producido por dichs reac
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tancia se evita que la caracteristica derentrada corriente~-
tengién no lineal del transistor pueda producir distorsién;
esto resulta en otra mejora de las propiedades de modula -
cién cruzada y de la posibilidad de aceptar sefiales gran -
des.

Ademis se obtiene una mejora en las propiedades
de control del transistor. En los circuitos convencionales
que estén incluidos, por ejemplo, en un sintonizador de te-
levisién que debe ser capaz de recibir tanto sefiales UHF -
como sefiales VEF, el transistor es ajustado de modo que con
seflales de entrada pequeflas dicho transistor produce la am-
plificacidn méxima en la posicidn UHF. Si las sefiales de =
entrada aumentan el ajuste de corriente continua del tran -
sistor, es aumentado, como resultado de lo cual disminuye
la amplificacidn producida como resultado de la disminu -
cibén del factor de amplificacién de corriente. En la posi-
cién VHF, la amplificacién partiendo del ajuste de corrien
te continua precedente, sin embargo, aumentgprimero como -
resultado del aumento de la pendiente del transistor y lue
go disminuye como resultado de la disminucién del factor -
de amplificacidén de corriente. En una disposicibén de cir -
cuito con una reactancia sede grande, tal aumento indesea-
do de la amplificacién sobre la primera parte del rango de
control no ocurre éomo resultado de la excitacién de co -
rriente dado que en este caso la pendiente del transistor
no tiene ninguna influencia sobre la amplificacibn.

Otro aspecto favorable si se controla la amplifi
cacibén del transistor.es el siguiente:

En un transistor controlado la impedancia de en

trada R, de, por ejemplo 1l Qhms en la condicidén no contiro

i
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lada, varia, a, por ejemplo, 5,5 ohms en la condicibén ple=-
namente controlada. En las disposiclones de circuito con -
vencionales en que la mayor parte de ls potencia suminis -
trada por la antena ecircula al transistor, la adaptacibén -
de la antena varia intensamente con una impedancia de entra
da del transistor variable. En lag disposiciones de circui-
to de acuerdo con la invencidén por el contrario en que la
mayor parte de la potencia de sefial es disipada en la red
de acoplamiento, la variacidén de la impedancia de entrada
del transistor apenas tiens influencia sobre la adaptacién
de antena de modo que dicha adaptacidén permanece substan -
cialmente dptima en todo al rango de control.

1a reactancia serie entre el circuito resonante
¥ la entrada de; transistor, e igualmente la posible reac-—
tancia serie entre el circuito resonante y los terminales
de antena pueden estar presentes de una manera mis o menos
oculta.

Bs posible, por ejemplo conectar la entrada del
transistor a una derivacidén de la inductancia LO del cir -
cuito en que el acoplamiento mutuo entre las partés de la
inductancia es elegido para ser tan pequefio que la induc-
tancia de fuga en la derivacibén es ohmicamente slta con -
respecto a la impedancia de entrada del transistor. Como
alternativa, el transistor puede ser conectado s un deva=-
nado de acoplamiento magnéticamente acoplado a la induc -
tancia Lo’ siendo el gcoplamiento tan débil que se obtie-
ne una inductancia de fuga grande.

Ta inductancia I, también pwde ser reemplazada -

por dos inductancias dispuestas en serie Ll Yy L2 acopladas

no magneticamente en que el punto comfn de dichas inductan-
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cias estd conectado al transistor (ver fig, 12). La induc-
tancia constituida por la disposicidén paralela de las dos
inductancias, que analogamente a la inductancia de fuga que
ocurre en los devanados acoplados es llamada igualmente ine-
ductancia de fuga, es elegida para ser Ohmicamente alta -~
con respecto a la impedancis de entrada del transistor. Es-
to se muestra mis detalladamente en las figuras 13a y 13b,
de las cuales la fig. 13b muestra un diagrama de circuito -
equivalente de las inductancias Ll v I, conectadas en serie
mogtradas en la figura l3a. El diagrama de circuito equiva-
lente comprende un transformsdor ideal con relacién de es -
piras Lz/Ll + L2, una inductancia conectada en paralelo so-
bre el primario (el lado del circuito) que es igual a la -~
disﬁoaicién serie Iy + L, de las dos inductancias Iy ¥ Ly,
¥y una inductancia conectada en serie con el devanado secun-
dario que es igual a la disposicidén paralela L1L2/11 + L, -
de las dos inductancias. De este dilagrama de circuito equi~
valente puede verse que la disposicidén paralela de las in -

ductancias Ll vy L, sirve como una reactancia serie que de =~

2
be ser ohmicamente alte en relacidén a la impedancia de en -
trada del transistor a fin de funcionar como una red trans-
formadora inversora.

Es posible de una maners anfloga reemplazar la -
capacitancia del circuito ¢, por 1la disposicidn serie de -
dos capacitores Cl y 02, en que el punto comin de los capa-
citores CRAD estd conectado a la entrada del transistor.
Esto estd mostrado en la figura 14, comprendiendo la dispo-
sicién de circuito también, dos capacitores c3 NG C4 dispues

tos en serie & cuyo punto comfin estd conectada la antena.

Como se muestra en las figuras 15a y 15b la disposicidén se-
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rie de Gl y 02 puede ser reemplazadé pgfnun transformador

con una relacibén de espiras 01/01 + C,, un capacitor conec

0!
tado en paralelo sobre el lado primario que es igual a la

disposicibn serie 01/02/C1+02 de los dos capacitores G, ¥
02 s ¥ una capacitancia conectada en serie con el lado se -
cundario que es igual a la disposi?ién paralela C; + C, de

los dos capacitores C; ¥ 02. Esta capacitancia paralela Cy
+ 02 que, analogamente con la inductancia de fuga que ocurre

en los devanados acoplados, es llamada capacitancia de fuga,
debe ser ohmicamente alta con respecto a la impedancis de -
entrada del transistor, de modo que funciona como un trans-
formador inversor.

Como se describidé precedentemente, la red Cl 02 -
sirve no solamente para elevar la impedancia de entrada del
transistor sino también para asegurar que mientras sobre el
lado secundario (%transistor) la impedancia de entrada Ri'
es menor gue la impedancia de Fuente Rs la impedancia de en-
trada del transistor Ry sobre el lado primario (circuito)
es mis alta que la impedancia de fuente R_'.

Ta funcibén de la red 03, 04 por lo contrario es -
solamente elevar la impedancia de antena. En este caso, no
es necesario que la capacitancia de fuga constituida por -

la disposicidén paralela de 03 y 04 sea altamente ohmica «

‘con respecto a la impedancia de antena.

Ia figura 16 muestra un circuito para recibir se~
fiales que estin ubicadas en dos bandas de frecuencia dife
rentes, por ejemplo para recibir sefiales de televisién que
estén ubicadas en la as{ llamada banda I VHF (40-70 mc/s)
¥ aquellas en la as{ llamada banda III VHF(180-220 mc/s).

Entre el circuito resonante Lo’ C0 y la entrads
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del transistor estd inclufda la disposicién serie de una

inductancia Ll3 y una cepacitancia 015, mientras que entre

el circuito resonante Lo’ Go ¥ la antenp estéd conectada la
disposicibén paralela de una inductancia L14 y un capacitor

Crg°

Al recibirse sefiales en la banda de frecuencia més
glta la inductancia 513 produce la transformacién de la impe
dancis de entrada del transistor y el capacitor 016 produ -
ce la transformacién de la impedancie de antena. El capaci-

tor Cq5 a estas frecuencias tiene una impedancia desprecia-

blemente pequefia mientras que la impedancia de la inductan -
cia L14 es muy alta. Al recibirse sefiales en la banda de fre
cuencia inferior la capacitancia 015 ¥y la inductancia Ll4 -
gon operatives para la transformacién de la impedancia de -
entrade del transistor y la impedancia de antena. la impe -~
dancia de la inductancia L13 es despreciablemente baja y la
de la capacitancia Cyq ©5 muy alta. La conmutacibén de banda
¥y la sintonfa en una banda pueden efectuarse, por ejemplo,
mediante conmutacién o variacién de Lo y/o Cy

Debe mencionarse que puede medirse de una manera -
simple que parte de la potencia de sefial suministrada por -
la antena es disipada.en la red de acoplamiento. Para este -
fin, la calidad Ql del circuito resonante es medida sin car-
ga de antena, es decir, con la antena desconectada o corto -
circuitada, pero con el transistor conectado. Ademéds, la ca-
lidad Q del circuito resonante es medida sin carga de ante-
na y sin que el circuito esté cargado por el transistor; tan
to la antena como la entrada de transistor estarfan desco -

nectadas o cortocircuitadas en este caso. lLa parte de la po~-

- 23 -



10

15

20

25

tencia de sefial suministrada por la antena que es disipa-
da en la red de acoplamiento entonces es igual a Ql/Qz'

La presente solicitud que corresponée a la pre-
sentada en Holanda, con fecha 30 deDiciembre de 1965, bajo
el Ne¢ 65-17121, se acoge a los beneficios del articulo 51

del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

-NOTA -

Los puntos de invencién propia y nueva que se -
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Paten-
te de Invencién en Bspafia, por VEINTE afios, soir los siguien
tes:

1.~ Disposicién de circuito para recibir sefiales
eléctricas que comprende terminales de entrada pars ser co-
nectados a una linea de entrada suministradora de sefiales,
por ejemplo un conductor de antena y en que las sefiales son
suministradas desde los terminales de entrada a la entrada
de un transistor en disposicidén de base comin a través de -
una red de acoplamiento que tieme un circuito resonente sin
tonizado a las frecuencias de sefial, caracterizada porque -
a fin de lograr tanto una adaptacibén de potencia substan -
cialmente 8ptimaz de la linea de entrada como una adaptacién
de ruido substancialmente 6ptima del transistor, el circui-
to resonante en la red de acoplamiento comprende uno o mis
elementos disipadores de potencia de sefial y que funcionan
en paralelo sobre el circuito resonante y el acoplamiento -
entre el transistor y el circuito resonante es tal que dicho

- 24 -



1o

15

25

acoplamiento funciona como una red tréﬁ%%g}ﬁadora inverso=-
ra de la resistencia de entrada del transistor.

2.~ Disposicidén de circuito de acuerdo con la rei
vindicacién 1, caracterizada porque més de la mitad de la -
potencia de sefial suministrada al circuito por la linea de
entrada es disipada en dichos elementos disipadores.

3+~ Disposicién de circuito de acuerdo con la rei
vindicacién 1 6 2, caracterizada porgue el acoplamiento en-
tre el transistor y el circuito resonante comprende una reagc
tancia serie que es altamente ohmica y preferiblemente al -
menos ? veces mhs alta, con respecto a la resistencia de en-~
trada del transistor.

4.~ Disposicidn de circuito de acuerdo con la rei
vindicacién 3, en que la impedancis de fuente Sptima para -
la adaptacién del ruido del transistor comprende una compo=
neante inductiva o capacitiva, caracterizada porque la reactan
cia serie de la red transformadora inversors es inductiva y
capacitiva, respectivamente.

5.- Disposicidén de circuito de acuerdo con las =
reivindicaciones 3 6 4, en que el circuito resonante com =
prende una inductancia con una derivacibén o ung inductancis
con un devanado de acoplamiento magneticamente acoplado con
dicha inductancia y en que el transistor esti conectado a -
dicha derivacidén o devanado de acoplamiento, caracterizada
porque la reactancia de la inductancia fuge de la deriva -~
cibn o del devanado de acoplamiento es grande con respecto
a la resistencia de entrada del transistor.

6.~ Disposicién de circuito de acuerdo con las -
reivindicaciones 3 6 4, en que el circuito resonante com -

prende dos inductancias dispuestas en serie y en que la en-
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trada del transistor estd conectaua as punto combn entre

las dos inductancias,caracterizada porgue la reactancia
de la inductancia de fuga constituida por la disposicién
paralela de estas dos inductancias es grande con respecto
a la resistencia de entrada del transistor.

T.= Disposicidén de circuito de acuerdo con las -
reivindicaciones 3 6 4, en que el circuito resonante com -
prende dos capacitancias dispuestas en serie en gque la en-
trada del transistor estd conectada al punto comin entre -
lags dos capacitancias, caracterizada porque la reactancia
de la capacitancia de fuga constitulda por la disposicién
paralela de las dos capacitancias es grande con respecto a
la registencia de entrada del transistor.

8.~ Digposicién de circuito de acuerdo con las -
reivindicaciones 3 6 4, para recibir sefiales eléctricas -
que estédn ubicadas en dos bandas de frecuencia, caractepi'
zada porque la red transformadora entre la entrada del -
transistor y el circuito resonante comprende una resctan-
cia serie que consiste de la disposicidn en serie de una
inductancia y una capacitancia en que la frecuencia reso-
nante de la disposicién serie esth comprendidas entre lag
dos bandas de frecuencia y la reactancis de la inductan -
cia es grande con respecto a la resistencis de entrada -
del transistor para las sefiales ubicadas en la banda de -
alta frecuencia y la reactancia de la capacitancia es gran
de con respecto a la resistencia de entrada del transistor
para las sefiales ubicadas en la banda de frecuencia infe -
rior.

9.~ Disposicidn de circuito de acuerdo con una o

mas de las reivindicaciones precedentes, caracterizada por-
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gue elevando la resistencia de eﬁfrada“&él transistor ope-
rativa gobre el circuito resonante y la impedancia de la -

1linea de entrada operativa sobre el circuiito resonante, la

potencia que debe ser disipada en los elementos disipadores
de la red de acoplamiento es utidizade para aumentar la se-
lectividad del circuito.

10.~ Disposicidn de circuito de acuerdo con la -
reivindicacién 9, caracterizada porque uno de los elementos
de la red de acoplamiento que disipa potencia estd consti -
tufdo por la resistencia resonante del circuito resonante.

11.~ Disposicién de circuito de acuerdo con lag =~

reivindicaciones 9 & 10, caracterizada porque entre los ter

minales de entrada y el circuito resonante esti incluida

una red transformadora que comprende una reactancia serie -

que es grande con respecto a la impedancia de la linea de

entrada.

12.- Disposicifén de circuito de acuerdo con la

reivindicacién 11, para recibir sefiales eléctricas ubica

das en dos bandas de frecuencia, caracterizada porque la

red transformadora entre los terminales de entrada y el

circuito resonante comprende une reactancia serie gue con

siste en la disposicidén en paralelo de una inductancia y

una capacitancia estando ubicada la frecuencila de resonan
cia de la disposicidén paralela entre lag dos bandas de fre-
cuencia, siendo la reactancia de la capacitancia grande con

respecto a la impedancia de la linea de entrada para sefia -

les ubicadas en la banda de iIrecuencia mids alta y siendo
la reactancia de la inductancia grande con respecto a la -
impedancia de la linea de entrada para las sefiales ubica =~

das en la banda de frecuencia inferior.

13%.~ Disposicidn de circuito paras recibir sefia -
. Ner



les eléctricas.,

Tal y como se ha descrito en la memoria que ante‘ce-
de, representado en log dibujos que se acompaflan y para los
fines que se han especificado.

La presente Memoria consta de veintiocho hojas, es
critas a méquina por una sola cara.
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